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Siemens Transistor AD148 Datasheet

AD 148

PMP-Transistor fiir NF-Endstufen

AD 148 ist gin legierter PNP-Germanium-Transistor im Gehause 3 A 2 DIN 41875
(50T-9). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden,

Der Transistor AD 148, zur Verwendung in hochwertigen MF-Endstufen, kann fur
Gegentakt-Endstufen auch gepaart geliefert werden. Isoliernippel und Glimmer-
scheibe sind zusdtzlich zu bestellen,

Typ Bestellnummer

AD 148 1V Qe0104-X148-D

AD 148V Q60104-X148-E

AD 148 gepaart Q60104-X148-P

Glimmerscheibe Q62901-B16-A

lzoliernippel Q62901-B13-B Isoliernippel

Mabstab: 2:1
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Gewicht etwa 8.3 g Mala in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung (Iz = 0,5 V) —Ueka 26 W
Kollaktor-Emitter-Spannung (Uge = 2 V) ey 3z W
Kollektor- Basis-Spannung =/ caa az W
Emitter-Basis-Spannung —epa 10 W
Kollaktorstrom —I: 3.5 A
Basisstrom =T 0.6 A
Sperrschichttemperatur T 100 “C
Lagerternperatur Ts -8B bis+100 | °C
Gesamtverlustleistung: (5. Diagr. Seite 139) Prot 13.5 w
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht = Transistorgehduse Rinua | =4 | grd /W
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Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Die Transistoren AD 148 werden bei =I: =1 A nach der statischen Stromverstir-
kung & gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet. Folgende Werte gelten
bei giner Kollektorspannung von =U=¢ = 1V und nachstehenden Kollektorstromen.

B-Gruppe v W

=1 B g —Llge ~Ucesar

A Ic|Ty I /1y v W

0.05 81 a5 0.2 (= 0.35) =

0.5 52 86 0,36 (< 0.8) -

1 45 (30 bis60) | 75 (50bis 100) | 046 (<= 0.7) -

2 40 68 0,62 (= 0.9) =

2 = = = 0.2 (=041

2 - = - 0,35 (= 0.6)%
T a0 25 *C

Kollektor-Emitter-Reststram

(—Uepy = 32V Uge =21 V) —Iopy 3(=10) 015 {=1) | mA

Kollektor- Basis- Raststrom

(=Ucan = 10V) -I.g:gg 1.2 - s,

Emitter- Basis- Reststrom

(—Ugpe = 10V) —Itpo 2.5 007 (=1) | mA

Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung

(Teey =05 A Uge 2 2V) —Uigpy cev | = 32 = 32 W

Kollektor-Emitter-

Durchbruchspannung

(Icgo = 05 A) —/gr) cEn| = 26 = 26 W

Paarungsbedingungen B,

Arbeitspunkt: (—I; =05 A —Ue=1V) E =1.25 -
(I = 50 mA; —Uige = 10V) Alge =12 my

Dynamische Kenndaten (Tg = 25°C)
Arbeitspunkt: (-Iz = 0,6 A; —Upgg = 2 V)

Transitfrequenz fr 450 kHz
Grenzfraquenz in Emitterschaltung fa 12 kHz
Linearitédt der Stromverstarkung

(Ugare = 14V Ao = 12 0 dynamisch nicht Vi1 _
kurzgeschlossen; —I. = 1 A bei v;,) Vi max 0.55 (> 0.45)

) Doer Transistor st $o weit Gberstevert. dab die statische Stromverstirkung auf einen Wertvon § = 10
abgesunkan |t

) (I = 2 A fir die Kennlinie, die bei konstantern Basisstrom durch den Kennlinienpunkt fp = 2,2 A;
UC! =1 Vgﬂh[]
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Temperaturabhingighkeit der ZulEssige Impulsbelastbarkeit
zulassigen Gesamiverlustleistung grd feegg = F{f): ¢ = Paramater
Piot = F(T5); Ugg = Parameter W
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Stromverstarkung 8 = F (1)
=Uep = 1 V. Tg = Parameter
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Stromverstitkung 8 = F (1)
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Eollektorstrom fe = F(Ligg)
~Ucg =1V: Ty = Paramater
{Eminterschaltung)
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Ausgangskennlinien
Fo = F{Ucg): Iy = Paramater
A (Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
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Eingangskennlinien Iy = 7 (Lfgg) SEttigungsspannung
—eg = 1V: Ty = Paramatar Uepgae = F(Ic): Tg = Parameater
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